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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成された軟磁性裏打ち層と、
　前記軟磁性裏打ち層上に形成されたシード層と、
　前記シード層上に形成された下地層と、
　前記下地層上に形成された垂直磁気記録層と、
　前記垂直磁気記録層上に保護膜、潤滑層をこの順に備えた垂直磁気記録媒体において、
　前記シード層は、Ｔａ、Ｃｒを主成分とする合金であり、
　前記垂直磁気記録層が、ＣｏとＰｔとＣｒと酸化物を含む柱状グラニュラー構造である
ことを特徴とする垂直磁気記録媒体。
【請求項２】
　前記軟磁性裏打ち層が、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｎｉの少なくとも１種を含む非晶質構造の合金か
らなることを特徴とする請求項１に記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項３】
　前記軟磁性裏打ち層が、Ｃｏを６０原子％以上含むことを特徴とする請求項１または２
に記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項４】
　前記軟磁性裏打ち層が、非晶質または微細結晶構造からなることを特徴とする請求項１
～３のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
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【請求項５】
　前記基板と軟磁性裏打ち層の間にＣｒ、Ｔｉ、Ｔａの少なくとも１種を含有する合金か
らなる非晶質の密着層を有することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の垂直磁
気記録媒体。
【請求項６】
　前記シード層のＣｒ含有量が５０～８０原子％であることを特徴とする請求項１～５の
いずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項７】
　シード層が、非晶質または微細結晶構造であることを特徴とする請求項１～６のいずれ
かに記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項８】
　シード層の厚さが、１～１５ｎｍであることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記
載の垂直磁気記録媒体。
【請求項９】
　前記下地層が、Ｒｕもしくは、Ｒｕ合金からなることを特徴とする請求項１～８のいず
れかに記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項１０】
　前記下地層の厚さが、３～３０ｎｍであることを特徴とする請求項１～９のいずれかに
記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項１１】
　前記垂直磁気記録層の柱状グラニュラー構造を構成する結晶粒子の短軸の平均径が４～
８ｎｍであることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項１２】
　前記垂直磁気記録層の柱状グラニュラー構造を構成する結晶粒子の長軸径と短軸径の比
率（長軸径／短軸径）が、１．5以上であることを特徴とする請求項１～１１のいずれか
に記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項１３】
　前記垂直磁気記録層の酸化物が、ＳｉＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、ＴｉＯ、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5から
なる群から選ばれた何れかの一種を含むことを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記
載の垂直磁気記録媒体。
【請求項１４】
　前記垂直磁気記録層の厚さが、５～２０ｎｍであることを特徴とする請求項１～１３の
いずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項１５】
　前記保護膜がダイヤモンド状炭素膜（ＤＬＣ（Ｄｉａｍｏｎｄ Ｌｉｋｅ Ｃａｒｂｏｎ
））からなることを特徴とする請求項１～１４のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、垂直磁気記録方式のハードディスクドライブ(ＨＤＤ)に搭載され、高記録密
度化が可能、かつ長時間駆動可能な高信頼性を有する垂直磁気記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤＤは、情報の記録再生を行なう磁気記憶装置として大容量の記録ができ低コストで
あることに加え、データのアクセスが速く、データ保持の信頼性が高いなどの多くの利点
を有することから、コンピュータを中心とした利用から、徐々にその利用範囲が広がって
おり、家庭用ビデオデッキ、オーディオ機器や車載ナビゲーションシステムなど、様々な
分野でも利用されるようになってきた。ＨＤＤの利用範囲がこうして広がるにつれ、ＨＤ
Ｄの記憶容量の大容量化への要求が高まり、これに応じて、磁気記録媒体の記録密度を高
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密度化することによる大容量化が急激に進められた。
【０００３】
　ＨＤＤにおける磁気記録媒体の記録密度を高めたことにより、記録ビットサイズの微細
化が進み、磁性層の磁化反転単位の径は非常に小さくなった。この結果、情報記録された
磁化の熱揺らぎ効果により熱的に消去され、記録再生特性が劣化する現象が顕著に起きる
ようになった。また、高記録密度化によって磁気記録媒体における記録ビットサイズの微
細化が進められた結果、記録ビット間の境界領域で発生するノイズが、信号対雑音比（Ｓ
ＮＲ）に大きな影響を及ぼすようになってきた。このため、高記録密度化のためには、磁
気記録媒体における記録磁化の熱的な安定性を確保する一方で、高記録密度における磁気
記録媒体の低ノイズ化が必要となっている。低ノイズ化は、従来、記録層を構成する磁性
粒子の微細化と磁性粒子と非磁性粒子の分離化により促進されてきた。
【０００４】
　垂直磁気記録媒体は、基本的には基板上に軟磁性材料からなる軟磁性裏打ち層と、磁性
層の磁化容易軸を基板面に対して垂直に配向させる下地膜、Ｃｏ合金からなる磁気記録層
および保護膜の順で構成されている。磁気記録層には酸化物を含むグラニュラー構造であ
る材料を用いた垂直磁気記録媒体が提案されている（特許文献１または２参照）。高記録
密度化へは、こういった酸化物の導入の他、非磁性基体と磁気記録層の間に非磁性ＮｉＦ
ｅＣｒシード層、Ｒｕ合金中間層の導入（特許文献３参照）、２層の軟磁性下地層の間に
Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉの少なくとも１種を含む合金からなるシード膜の導入（特許文献４参照
）、ＮｉＣｒＢあるいはＮｉＣｒＢＣｏからなるｆｃｃ構造のシード層の導入（特許文献
５参照）等、さまざまな試みがなされている。
【０００５】
　また、垂直磁気記録媒体を構成する下地層と垂直磁性層との間に、アモルファス構造を
有する層を設けることにより、垂直磁性層の結晶粒径を微細化し、また、粒径分布を均一
化し、垂直磁気記録媒体のノイズを低減させること（例えば、特許文献６参照。）、さら
に、垂直磁気記録媒体を構成する軟磁性下地層と垂直磁性層との間に、非晶質材料からな
るＣｒＴａ層を設けることにより、Ｓ／Ｎが高く、高記録密度化に適した垂直磁気記録媒
体が得られること（例えば、特許文献７参照。）、垂直磁性層をグラニュラ構造とし、そ
の結晶粒子を柱状構造とすることにより高いＳＮＲと耐熱減磁性が両立できることが開示
されている（例えば、特許文献８参照。）。
【０００６】
　一方で、車載ナビゲーションシステムに搭載されるなどの背景から、過酷な環境下での
信頼性も求められている。従来の方式では、高温高湿環境下で、軟磁性裏打ち層が腐食し
て、Ｃｏイオンが溶出することによって、媒体表面に軟磁性裏打ち層構成元素が析出する
（コロージョン）という大きな問題がある。例えば、特許文献９には、非磁性支持体とＣ
ｏ磁性層との間に、Ｃｒ下地層を設けることにより、Ｃｏ磁性層の腐食が防止できること
が開示されている
【特許文献１】特開２００３－１６８２０７号公報
【特許文献２】特開２００３－３４６３３４号公報
【特許文献３】特開２００３－１２３２３９号公報
【特許文献４】特開２００４－３２７００６号広報
【特許文献５】特開２００６－０９９９５１号公報
【特許文献６】特開２００３－１１５１０６号広報
【特許文献７】特開２００４－２７３０４６号公報
【特許文献８】特開２００６－１２７５８８号公報
【特許文献９】特開２００６－０５９３９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　垂直磁気記録媒体は上記のようにＳＮＲ改善、記録密度の向上、腐食防止のため多くの
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提案がなされているが、垂直磁気記録媒体の特性は積層される各層の成分、組成、層の積
層順序などにより変わり、従来提案されているものも一長一短であり、さらに改善が求め
られている。
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、耐環境性等の信頼性を向上し高密度の情
報の記録再生が可能な磁気記録媒体および磁気記録再生装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。
　（１）基板と、
　前記基板上に形成された軟磁性裏打ち層と、
　前記軟磁性裏打ち層上に形成されたシード層と、
　前記シード層上に形成された下地層と、
　前記下地層上に形成された垂直磁気記録層と、
　前記垂直磁気記録層上に保護膜、潤滑層をこの順に備えた垂直磁気記録媒体において、
　前記シード層は、Ｔａ、Ｃｒを主成分とする合金であり、
　前記垂直磁気記録層が、ＣｏとＰｔとＣｒと酸化物を含む柱状グラニュラー構造である
ことを特徴とする垂直磁気記録媒体。
（２）前記軟磁性裏打ち層が、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｎｉの少なくとも１種を含む非晶質構造の合
金からなることを特徴とする上記（１）に記載の垂直磁気記録媒体。
（３）前記軟磁性裏打ち層が、Ｃｏを６０原子％以上含むことを特徴とする上記（１）ま
たは（２）に記載の垂直磁気記録媒体。
【０００９】
（４）前記軟磁性裏打ち層が、非晶質または微細結晶構造からなることを特徴とする上記
（１）～（３）のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（５）前記基板と軟磁性裏打ち層の間にＣｒ、Ｔｉ、Ｔａの少なくとも１種を含有する合
金からなる非晶質の密着層を有することを特徴とする上記（１）～（４）のいずれかに記
載の垂直磁気記録媒体。
（６）前記シード層のＣｒ含有量が５０～８０原子％であることを特徴とする上記（１）
～（５）のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
【００１０】
（７）シード層が、非晶質または微細結晶構造であることを特徴とする上記（１）～（６
）のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（８）シード層の厚さが、１～１５ｎｍであることを特徴とする上記（１）～（７）のい
ずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（９）前記下地層が、Ｒｕもしくは、Ｒｕ合金からなることを特徴とする上記（１）～（
８）のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（１０）前記下地層の厚さが、３～３０ｎｍであることを特徴とする上記（１）～（９）
のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（１１）前記垂直磁気記録層の柱状グラニュラー構造を構成する結晶粒子の短軸の平均径
が４～８ｎｍであることを特徴とする上記（１）～（１０）のいずれかに記載の垂直磁気
記録媒体。
【００１１】
１２）前記垂直磁気記録層の柱状グラニュラー構造を構成する結晶粒子の長軸径と短軸径
の比率（長軸径／短軸径）が、１．５以上であることを特徴とする上記（１）～（１１）
のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（１３）前記垂直磁気記録層の酸化物が、ＳｉＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、ＴｉＯ、ＴｉＯ2、Ｔａ2

Ｏ5からなる群から選ばれた何れかの一種を含むことを特徴とする上記（１）～（１２）
のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（１４）前記垂直磁気記録層の厚さが、５～２０ｎｍであることを特徴とする上記（１）
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～（１３）のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。
（１５）前記保護膜がダイヤモンド状炭素膜（ＤＬＣ（Ｄｉａｍｏｎｄ Ｌｉｋｅ Ｃａｒ
ｂｏｎ））からなることを特徴とする上記（１）～（１４）のいずれかに記載の垂直磁気
記録媒体。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の構造の磁気記録媒体を採用することにより、磁気記録層において安定した柱状
グラニュラー構造が形成され、また過酷な使用環境においても、磁気記録層の耐腐食性が
向上した。これにより高密度の情報の記録再生が可能で、かつ信頼性に優れた垂直記録媒
体を提供できるようなった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下部面を参考にして本発明を詳しく説明する。
　図１は、本発明の磁気記録媒体の第一の実施形態の一例を示すものである。ここに示さ
れている磁気記録媒体は、ガラス基板１上に、密着層２、軟磁性裏打ち層３、シード層４
、下地層５、磁気記録層６、保護膜７、潤滑膜８とが順次形成された構成となっている。
シード層はＴａおよびＣｒを主成分とすることが特徴であり、好ましくは非晶質もしくは
微細結晶構造からなる。そしてＣｒ含有量は好ましくは５０～８０原子％である。これに
より下地層の配向を良好なものとし、ＳＮＲを改善し、かつ、軟磁性裏打ち層の腐食性を
抑えることで、高密度の情報の記録再生が可能で、かつ信頼性に優れた垂直記録媒体を実
現させることができる。
【００１４】
　非磁性基板１としては、アルミニウム、アルミニウム合金等の金属材料からなる金属基
板を用いてもよいし、ガラス、セラミック、シリコン、シリコンカーバイド、カーボンな
どの非金属材料からなる非金属基板を用いてもよい。
【００１５】
　ガラス基板としては、アモルファスガラス、結晶化ガラスがあり、アモルファスガラス
としては汎用のソーダライムガラス、アルミノシリケートガラスを使用できる。また、結
晶化ガラスとしては、リチウム系結晶化ガラスを用いることができる。
【００１６】
　非磁性基板１上には好ましくは密着層２が設けられる。密着層は、非磁性かつ非晶質構
造を特徴として、Ｃｒ，Ｔｉ，Ｔａのうち少なくとも１種を含有する合金であることが好
ましい。そしてこれらの元素の少なくとも１種を主成分とする合金が好ましく、合金の他
の元素としてはＭｏ，Ｎｂ，Ａｌ，Ｖ，Ｗ，Ｈｆ，Ｂなどを挙げることができる。密着層
を設けることにより、基板と膜との密着性、耐腐食性などの特性がよくなる。
　密着層の厚さは好ましくは５～３０ｎｍである。
【００１７】
　基板上もしくは密着層上の軟磁性裏打ち層３は、非晶質、または微細結晶構造からなる
ことが好ましい。非晶質構造または微細結晶構造とすることで、表面が平滑化することに
より、垂直磁気記録層の結晶配向性を悪化させることがないからである。
　軟磁性裏打ち層の材料としては、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏの少なくとも１種を含む材料を用い
ることができる。特に、Ｃｏを６０原子％以上含有し、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、
Ａｌ等のうち少なくとも１種を含有するＣｏ合金を用いることが好ましい。
【００１８】
　軟磁性裏打ち層は少なくとも２層の軟磁性裏打ち層とし、その２層の軟磁性裏打ち層の
間にＲｕ層が設けられた構成からなることが好ましい。なお、このＲｕ層に代えてＲｅ層
を設けるようにしてもよい。軟磁性裏打ち層３１，３３の間にＲｕ層３２またはＲｅ層３
２を設け、所定の厚さに設定することで、上下に設けられた軟磁性裏打ち層３１，３３を
反強磁性結合させることができるためである。このような構成とすることで、垂直磁気記
録媒体特有の問題であるＷＡＴＥ（ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｔｒａｃｋ Ｅｒａｓｕｒｅ）の
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現象をより改善することが可能となる。
　軟磁性裏打ち層の厚さ（多層の場合、合計）は好ましくは２０～８０ｎｍであり、Ｒｕ
層の厚さは好ましくは０．５～１．５ｎｍである。
【００１９】
　シード層４はＴａおよびＣｒを主成分（好ましくはＴａとＣｒの合計が７０原子％以上
）として含む、好ましくは非晶質もしくは微細結晶構造からなる合金である。このような
構成とすることにより、下地層の配向を良好なものとし、ＳＮＲを改善し、かつ、軟磁性
裏打ち層の腐食性を抑えることができる。この合金はさらに好ましくは、Ｃｒ濃度が５０
～８０原子％である。上記の効果を高めるためＣｒ濃度は５０原子％以上が特に好ましく
、また８０原子％を越えるとBCC構造への結晶化の問題が生じるので８０原子％以下が特
に好ましい。合金のＴａおよびＣｒ以外の元素としてはＣｕ，Ｎｂ，Ｎｉ，Ｍｏ，Ａｌ，
Ｖ，Ｂ，Ｃなどの元素を含有させることができる。なお、ここにおける非晶質、微細結晶
構造とは、長距離秩序を備えないため、Ｘ解回折像には結晶質に由来する鋭利なピークが
観測されない構造をいう。
【００２０】
　シード層の膜厚は１～１５ｎｍ、より好ましくは、３～１０ｎｍである。このような膜
厚を得るには例えばスパッタリング法で、成膜時のガス圧を０．７～１０Ｐａ程度にする
のが好ましい。１～１５ｎｍのシード層を導入することで、シード層表面を平滑化し、シ
ード層上に形成される下地層の配向を改善し、これにより、その上に形成される記録層の
垂直配向を改善することができる。膜厚が１ｎｍ未満ではこの改善効果が十分でなく、ま
た膜厚が１５ｎｍを越えると、表面粗さが増し、下地層の配向が悪化する。
【００２１】
　下地層５は、垂直磁気記録層（磁気記録層と略す場合もある）の配向および粒径を制御
するためのものである。材料としては、ＲｕまたはＲｕ合金が好ましい。その結晶構造は
ｈｃｐ（六方細密充填）構造であることが好ましい。Ｒｕ合金はＲｕとＣ、Ｃｕ、Ｗ、Ｍ
ｏ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｔａ、Ｖ等の少なくとも１種を含有するもので、好ましくはＲｕが６０
原子％以上である。
【００２２】
　下地層の厚さは３ｎｍ以上３０ｎｍ以下とするのが好ましい。膜厚が上記範囲であると
き、垂直磁気記録層の配向性がよく、かつ記録時における磁気ヘッドと裏打ち層との距離
を小さくすることができるので、再生信号分解能を低下させることなく記録再生特性を高
めることができるからである。
【００２３】
　垂直磁気記録層６は、その磁化容易軸が基板に対して主に垂直方向に向いたものであり
、少なくともＣｏとＰｔとＣｒと酸化物からなるグラニュラー構造を有するものである。
グラニュラー構造とは、隣接する結晶粒子間の相互作用を小さくする目的で、磁性結晶粒
の周辺部分（結晶粒界）を非磁性層で取り囲んだ（偏析）構造をいい、相互作用を小さく
することで媒体ノイズを減少することができる。垂直磁気記録媒体においては、Ｃｒの粒
界への偏析がおこりにくいため、酸化物を添加することによって、酸化物の粒界への偏析
により、粒界分離構造を促進させて、グラニュラー構造を形成することで低ノイズ化を実
現することができる。
【００２４】
　特にＣｏＰｔＣｒにＳｉＯ2、ＴｉＯ、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、ＣｏＯ、Ｔａ2Ｏ

5などの酸化物を含むグラニュラー構造であることが好ましい。
　特にＰｔの含有量が１０原子％以上２２原子％以下、Ｃｏの含有量が５０原子％以上７
５原子％以下、Ｃｒの含有量が８原子％以上２５原子％以下であることが好ましい。
　垂直磁気記録層はターゲットに酸化物を添加して成膜して作成する方法やＣｏＰｔＣｒ
合金を成膜する際に酸素を添加して反応性スパッタで成膜する方法などにより作製される
。
【００２５】
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　磁気記録層は、少なくともＣｏとＰｔとＣｒと酸化物を含む材料からなる1層構造とす
ることもできるし、組成の異なる材料からなる２層以上の構造とすることもできる。金属
としては他にＭｏ，Ｗ，Ｔａ，Ｔｉ，Ｖ，Ｂなどの元素を含有させることができる。
【００２６】
　磁気記録層の厚さは、５～２０ｎｍとすることが好ましい。磁気記録層の厚さが５nm以
上であると、十分な磁束を得ることができ、再生時における出力が低くならず、出力波形
がノイズ成分に埋もれてしまうことがないので、より高記録密度に適した磁気記録再生装
置として動作するので好ましい。また、磁気記録層の厚さが２０ｎｍ以下であると、垂直
磁気記録膜内の磁性粒子の粗大化を抑えることができ、ノイズの増大といった記録再生特
性の劣化が生じるおそれがないため好ましい。
【００２７】
　磁気記録層の保磁力は、４０００（Ｏｅ）以上とすることが好ましい。保磁力が４００
０（Ｏｅ）未満であると、高記録密度における必要な分解能が得られず、また熱揺らぎ耐
性が劣るため好ましくない。
【００２８】
　磁気記録層の逆磁区形成磁界（－Ｈｎ）は、１５００以上であることが好ましい。－Ｈ
ｎが１５００未満の磁気記録媒体は、熱揺らぎ耐性に劣るため好ましくない。
【００２９】
　磁気記録層は、結晶粒子の平均粒径（短軸）が４ｎｍ以上８ｎｍ以下であることが好ま
しい。またグラニュラー構造における長軸径と短軸径の比率（長軸径／短軸径）は１．５
以上であることが好ましい。この平均粒径は、例えば磁気記録層の結晶粒子をＴＥＭ（透
過型電子顕微鏡）で観察し、観察像を画像処理することにより求めることができる。
【００３０】
　保護膜７は磁気記録層の腐食を防ぐとともに、磁気ヘッドが媒体に接触したときに媒体
表面の損傷を防ぐためのもので、ダイヤモンド状炭素膜（ＤＬＣ（Ｄｉａｍｏｎｄ Ｌｉ
ｋｅ Ｃａｒｂｏｎ））であることが好ましい。保護膜の厚さは、１ｎｍ以上５ｎｍ以下
とするのがヘッドと媒体の距離を小さくできるので高記録密度の点から望ましい。
【００３１】
　以上の各層の生成にはスパッタリング法、メッキ法などを用いることができる。
潤滑膜には従来公知の材料、例えばパーフルオロポリエーテル、フッ素化アルコール、フ
ッ素化カルボン酸などを用いるのが好ましい。成膜には例えばディッピング法が用いられ
る。
【００３２】
　図２は、上記磁気記録媒体を用いた磁気記録再生装置の例を示すものである。ここに示
す磁気記録再生装置は、磁気記録媒体と磁気記録媒体を回転駆動させる媒体駆動部と、磁
気記録媒体に情報を記録再生する磁気記録ヘッドと、ヘッド駆動部と、記録再生信号処理
系を備えている。記録再生信号処理系は入力されたデータを処理して記録信号を磁気ヘッ
ドに送り、磁気ヘッドからの再生信号を処理してデータを出力することができるようにな
っている。
【実施例】
【００３３】
　以下、実施例を示して本発明の作用効果を明確にする。ただし、本発明は以下の実施例
に限定されるものではない。
（実施例１）
　洗浄済みのガラス基板（ＫＭＧ社製アモルファス化基板ＭＥＬ、直径２．５インチ）を
ＤＣマグネトロンスパッタ装置(アネルバ社製Ｃ－３０１０)成膜チャンバ内に収容して、
到達真空度１×１０－5Ｐａとなるまで成膜チャンバ内を排気した後、このガラス基板上
に密着層として、５０Ｃｒ－５０Ｔｉ合金（Ｃｒ含有量５０原子％、Ｔｉ含有量５０原子
％、以下同様に元素の前の数字は原子％を表す）を１０ｎｍ成膜した。
【００３４】
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　次いで、密着層上に、軟磁性裏打ち層として、９３（７０Ｃｏ－３０Ｆｅ）－４Ｚｒ－
３Ｎｂ合金を３０ｎｍ、Ｒｕを０．８ｎｍ、９３（７０Ｃｏ－３０Ｆｅ）－４Ｚｒ－３Ｎ
ｂ合金を３０ｎｍ成膜した。裏打ち層の磁化容易軸が基板半径方向であることを振動式磁
気特性測定装置（ＶＳＭ）で確認した。
【００３５】
　次いで、裏打ち層上にシード層として、６５Ｃｒ－３５Ｔａを５ｎｍ成膜した。その上
に下地層として、ＲｕをＡｒガス圧０．８Ｐａ中に１２ｎｍ、ついで、Ａｒガス圧１０Ｐ
ａ中で１２ｎｍ成膜した。磁気記録層として、９０（７４Ｃｏ－１０Ｃｒ－１６Ｐｔ）－
１０ＳｉＯ2をＡｒガス圧１０Ｐａ下で８ｎｍ、９０（６９Ｃｏ－１５Ｃｒ－１６Ｐｔ）
－１０ＳｉＯ2をＡｒガス圧１０Ｐａ下で８ｎｍ、６６Ｃｏ－１９Ｃｒ－１４Ｐｔ－１Ｂ
をＡｒガス圧０．８Ｐａ下で８ｎｍ成膜した。
【００３６】
　次いで、ＣＶＤ法により、４ｎｍの保護膜を形成した。次いで、ディッピング法により
パーフルオロポリエーテルからなる潤滑膜を形成し、垂直磁気記録媒体を得た。
【００３７】
（実施例２～４）
　シード層に５０Ｃｒ－５０Ｔａ（実施例２）、８０Ｃｒ－２０Ｔａ（実施例３），２０
Ｃｒ－８０Ｔａ（実施例４）を用いたこと以外は実施例１に準じて磁気記録媒体を作製し
た。
【００３８】
（実施例５～８）
　６５Ｃｒ－３５Ｔａの膜厚を１ｎｍ（実施例５）、３ｎｍ（実施例６）、１０ｎｍ（実
施例７）、１５ｎｍ（実施例８）成膜をおこなった以外は、実施例１に準じて磁気記録媒
体を作製した。
【００３９】
（比較例１～６）
　シード層に成膜せず（比較例１）、Ｎｉ（比較例２）、８１Ｎｉ－１９Ｆｅ（比較例３
）、９０Ｎｉ－１０Ｗ（比較例４）、Ｔａ（比較例５）、Ｃｒ（比較例６）を用いたこと
以外は実施例１に準じて磁気記録媒体を作製した。
【００４０】
　これら実施例１～８および比較例１～６の磁気記録媒体について、膜構造および記録再
生特性を評価した。膜構造の評価にはＸＲＤ解析を用い、下地膜の結晶構造、垂直磁気記
録膜の配向性を調べた。記録再生特性の評価は、米国ＧＵＺＩＫ社製リードライトアナラ
イザＲＷＡ１６３２、およびスピンスタンドＳ１７０１ＭＰを用いて測定した。
【００４１】
　記録再生特性の評価には、書き込みをシングルポール磁極、再生部にＴｕＭＲ素子を用
いたヘッドを用いて、記録周波数条件を線記録密度９００ｋＦＣＩとして測定した。評価
結果を表１に示す。
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【表１】

【００４２】
　表１から、実施例１～４は、比較例１～６に比較して配向が改善し、ＳＮＲが上回るこ
とが確認できた。この結果より、下地にＣｒＴａを用いることで、配向の改善がＳＮＲの
改善をもたらしていることがわかった。
【００４３】
（実施例９）
　密着層を成膜しないこと、保護膜を２ｎｍにしたこと以外は、実施例１に準じて磁気記
録媒体を作製した。
【００４４】
（実施例１０～１２）
　シード層に５０Ｃｒ－５０Ｔａ（実施例１０）、８０Ｃｒ－２０Ｔａ（実施例１１）、
２０Ｃｒ－８０Ｔａ（実施例１２）を用いたこと以外は実施例４に準じて磁気記録媒体を
作製した。
【００４５】
（比較例７～１１）
　シード層に、成膜せず（比較例７）、Ｎｉ（比較例８）、９０Ｎｉ－１０Ｗ（比較例９
）、Ｃｕ（比較例１０）、Ｐｔ（比較例１１）を用いたこと以外は実施例９に準じて磁気
記録媒体を作製した。
【００４６】
　これら実施例９～１２および比較例７～１１の磁気記録媒体について、耐腐食性を評価
した。媒体をドライブ内に高湿度（９０％）高温（８５℃）環境下で４８ｈ放置し、表面
に析出したディフェクト数を光学表面検査機（ＯＳＡ）にてカウントすることで、評価を
行なった。評価結果を表２に示す。
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【表２】

【００４７】
　表２から、実施例９～１２は、比較例７～１１と比較して耐腐食性が上回ることが確認
できた。この結果より、下地層にＣｒＴａ（Ｃｒ原子濃度２０～８０％）合金を導入する
ことで、腐食性を改善し、高信頼性の媒体を得られることがわかった。
【００４８】
　以上に述べたように本発明により、ＣｒＴａを下地層に導入することで、高ＳＮＲ、耐
腐食性を併せ持った垂直磁気記録媒体を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の構造の磁気記録媒体を採用することにより、磁気記録層において安定した柱状
グラニュラー構造が形成され、また過酷な使用環境においても、磁気記録層の耐腐食性が
向上した。これにより高密度の情報の記録再生が可能で、かつ信頼性に優れた垂直記録媒
体を提供でき、コンピュータ、家庭用ビデオデッキ、オーディオ機器や車載ナビゲーショ
ンシステムなど、様々な分野に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の磁気記録媒体の一実施形態を模式的に示す図である。
【図２】磁気記録媒体を用いた磁気記録再生装置の例を示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１ 非磁性基板
　２ 密着層
　３ 裏打ち層
　３１ 第１軟磁性層
　３２ Ｒｕ層
　３３ 第２軟磁性層
　４ シード層
　５ 下地層
　６ 垂直磁気記録層
　７ 保護膜
　８ 潤滑膜
　１０ 磁気記録媒体
　１１ 媒体駆動部
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　１２ 磁気ヘッド
　１３ ヘッド駆動部
　１４ 記録再生信号処理系

【図１】

【図２】
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